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Beschreibung

Verfahren zum Aufbringen einer Klebstoffschicht auf diinnge-

schliffene Halbleiterchips eines Halbleiterwafers

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufbringen einer
Klebstoffschicht auf dinngeschliffene Halbleiterchips eines
Halbleiterwafers. Aus der Druckschrift DE 100 48 881 ist ein
Verfahren zum Diinnschleifen von Produktwafern bekannt. Bei
diesem Verfahren wird der gesamte Produktwafer von seiner
Rickseite aus dinngeschliffen und anschlieBend wird der diinn-
geschliffene Produktwafer, der mit einem Trdgerwafer verbun-
den ist, in einzelne Halbleiterchips zersidgt. Bei diesem be-
kannten Verfahren ist es ein Problem, die gediinnten Halblei-
terchips unzerstdrt von einem Trdgerwafer abzunehmen und fiir
eine Weiterverarbeitung zu einem Halbleiterbauteil zu pré&pa-
rieren. Mit zunehmender Miniaturisierung der Halbleiterchips,
insbesondere mit zunehmender Verkleinerung des Volumens des
Halbleiterchips durch Verminderung seiner Dicke d mittels
Dlinndatzen oder Dinnschleifen auf nur noch wenige 10 pm Dicke,
wird die Handhabung von Halbleiterchips in einer Halbleiter-
chip-Montageanlage bzw. auch nach dem Dinnschleifen in einer
entsprechenden L&pp- und Poliereinrichtung zunehmend schwie-

riger.

Gegenwdrtig betrdgt die Ausfallrate bei Einsatz von Standard-
handhabungswerkzeugen in einer Halbleiterchip-Montageanlage
bereits etwa 20 %. Bei einem derart hohen Anteil beschidigter
gedliinnter Halbleiterchips, insbesondere bei Halbleiterchips,
die flir Hochfrequenzanwendung bestimmt sind, ist es erforder-
lich, diese Ausfallrate zu verringern. Besonders gravierende
Ausfallraten treten in den Anlagenbereichen fiir das sog.

"die-bonding" oder "die-attach" auf. Dabei werden die Halb-
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leiterchips von einer einseitig klebenden Tragerfolie abgeho-
ben und in eine Position verbracht, bei welcher der gedinnte
Halbleiterchip auf eine Chipinsel eines Systemtrégers in ei-
ner Bauteilposition zur Herstellung eines elektronischen Bau-

teils fixiert wird.

Fiir das Abheben der Halbleiterchips von einer Trdgerfolie mit
einer Klebeschicht und die Ubergabe an eine Vakuumpipette ist
aus der Druckschrift DE 101 59 974 eine geeignete Montagean-
lage bekannt. Dabei wird der gediinnte Halbleiterchip von dem
Saugnippel der Vakuumpipette aufgenommen und zum Aufldten o-
der Aufkleben in eine entsprechende Position verbracht, in
der sich eine Chipinsel eines Flachleiterrahmens zur Aufnahme
des Halbleiterchips oder ein Verdrahtungssubstrat mit ent-
sprechend vorgesehener Kontaktanschlussfldche fir die Aufnah-
me des dinngeschliffenen Halbleiterchips befindet. Das Abl&o-
sen der Riickseite des Halbleiterchips von dem Klebstoff der
Tragerfolie ist dabei &duBerst problematisch, denn es missen
hohe Kradfte aufgebracht werden, die es ermdglichen, die Adha-
sion zwischen Halbleiterchip und Klebstoff der Tragerfolie zu
tiberwinden. Dieses ist besonders problematisch fir diinnge-
schliffene Halbleiterchips und birgt die Gefahr des Bruches

der diinngeschliffenen Halbleiterchips.

Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass nach diesem Abl&se-
vorgang ein Halbleiterchip zur Verfligung steht, der fir eine
Weiterverarbeitung und damit fir ein Fixieren auf einer Halb-
leiterchipinsel eines Flachleiterrahmens oder zum Fixieren
auf einer Kontaktanschlussfliche bzw. auf einem sog. "die
bond pad" noch keinerlei Fixierhilfen aufweist. Derartige Fi-
xierhilfen sind Klebstoffbeschichtungen oder Lotbeschichtun-
gen auf der Riickseite des Halbleiterchips, mit denen der

Halbleiterchip auf den vorgesehenen Positionen der Chipinseln
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bzw. der Kontaktanschlussfldchen unter gleichzeitiger elekt-
rischer Kontaktierung fixiert werden kann. Das Aufbringen
derartiger Hilfssubstanzen auf einen diinngeschliffenen Halb-
leiterchip gestaltet sich entsprechend schwierig und fihrt zu
einer erhdhten Ausschussrate bei der Weiterverarbeitung der

diinngeschliffenen Halbleiterchips.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Aufbringen
einer Klebstoffschicht auf diinngeschliffene Halbleiterchips
eines Halbleiterwafers anzugeben, bei dem der Halbleiterchip
nicht einzeln mit einer derartigen Klebstoffschicht zu verse-
hen ist, sondern eine Vielzahl von Halbleiterchips ohne
Bruchgefahr der Halbleiterchips mit einer entsprechenden

Klebstoffschicht versehen werden kann.

Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der unabhidngigen An-
spriiche gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung

ergeben sich aus den abhidngigen Anspriichen.

ErfindungsgemédB wird ein Verfahren zum Aufbringen einer Kleb-
stoffschicht auf dinngeschliffene Halbleiterchips eines Halb-
leiterwafefs geschaffen, wobel das Verfahren die nachfolgen-
den Verfahrensschritte aufweist. Zun&chst wird eine Kleb-
stoffschicht, die einen mittels Bestrahlung aushdrtbaren
Klebstoff aufweist, auf eine dinngeschliffene, iiber Verbin-
dungsstege zusammen hdngende Riickseite eines Halbleiterwafers
aufgebracht. Der Halbleiterwafer ist auf seiner aktiven Ober-
seite von Trennnuten durchzogen, die Halbleiterchippositionen
begrenzen und von einer Schutzfolie (7) auf der Oberseite des

Halbleiterwafers bedeckt sind.

Der Halbleiterwafer wird somit von den Verbindungsstegen aus

Halbleitermaterial auf seiner Riickseite und von der Schutzfo-
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lie auf seiner Oberseite zusammen gehalten. Diese Klebstoff-
schicht, die vollstdndig die Rickseite des Halbleiterwafers
bedeckt, hat den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu Klebstoff-
schichten, wie sie im Stand der Technik filir das Abldsen von
Halbleiterchips von einem mit der Klebstoffschicht beschich-
teten Trager bekannt sind, mit hoher Adh&sion auf den Riick-
seiten der Halbleiterchips verbleibt. Nach dem Aufbringen der
Klebstoffschicht wird diese selektiv bestrahlt. Dabei bildet
sich ausgehdrteter Klebstoff in den Bereichen der Verbin-
dungsstege, wahrend der Klebstoff in den Bereichen der Halb-
leiterchips nicht bestrahlt und folglich nicht ausgehdrtet
wird und somit weiterhin an der Riickseite der Halbleiterchips
in den Halbleiterchippositionen haftet. Danach wird auf die

Klebstoffschicht eine Stiitz- und Transportfolie aufgebracht.

Die Adh&sion des nicht ausgehdrteten Klebstoffs der Kleb-
stoffschicht ist zu den Riickseiten der Halbleiterchips grdéBer
als die Adhdsion des nicht ausgehidrteten Klebstoffs zu der
Oberseite der aufgebrachten Stiitz- und Transportfolie. Diese
Adhision zu der Stiutz- und Transportfolie ist derart gering,
dass sich beim spdteren Vereinzeln der dinngeschliffenen
Halbleiterchips die Klebstoffschicht mit nicht ausgehértetem
Klebstoff ohne messbare Belastung des dinngeschliffenen Halb-
leiterchips von der Stutz- und Transportfolie l&sen lésst.
Die Adh&sion der Klebstoffschicht zu der Stitz- und Trans-
portfolie ist gerade ausreichend, um den teilweise aufge-
trennten Halbleiterwafer widhrend des Transports auf der

Stiitz— und Transportfolie zu halten.

Die Schutzfolie wird schlieBlich von den Oberseiten der Halb-
leiterchips nach dem Transport entfernt. AnschlieBend wird
der gediinnte Halbleiterchip zusammen mit der anhaftenden

nicht ausgehdrteten Klebstoffschicht von der Stitz- und
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Transportfolie unter Aufbrechen der Verbindungsstege aus
Halbleiterwafermaterial entlang der Trennnuten abgehoben. Die
Verbindungsstege, die gewdhrleisten, dass eine zusammenhan-
gende Riickseite des gediinnten Halbleiterwafers mit Klebstoff
beschichtet werden kann, stellen beim Abhebevorgang bzw. wah-
rend der Vereinzelung der Halbleiterchips Sollbruchstellen
bereit, an denen sich die Halbleiterchips voneinander abbre-

chen lassen.

Dabei wirkt sich beim Abheben der gediinnten Halbleiterchips
die geringere Adh&dsion des nicht ausgehdrteten Klebstoffs zu
der Stiitz- und Transportfolie vorteilhaft aus. Wdhrend der
ausgehdrtete Bereich der Klebstoffschicht im Bereich der Ver-
bindungsstege auf der Stiitz- und Transportfolie verbleibt,
kann der Halbleiterchip mit dem nicht ausgeh&rteten Klebstoff
der Klebstoffschicht von der Stiitz- und Transportfolie ohne
merklichen Kraftaufwand abgehoben werden. Dabei wird das
Verbleiben der Klebstoffschicht auf der Riickseite des Halb-
leiterchips durch die héhere Adhdsion des nicht ausgehdrteten
Klebstoffs zu dem Material des Halbleiterchips im Vergleich

zur Adh&dsion an der Stiitz- und Transportfolie genutzt.

Ein Vorteil dieses Verfahrens ist es, dass einerseits die
Halbleiterchips nicht individuell mit einer Klebstoffschicht
auf der Riickseite nach Vereinzelung versehen werden missen,
und andererseits ist es von Vorteil, dass alle Prozesse zum
Aufbringen der Klebstoffschicht gleichzeitig filir eine Viel-
zahl von Halbleiterchips auf dem gesamten, in Halbleiterchips
aufgetrennten Wafer erfolgen. Die Bruchgefahr einzelner Halb-
leiterchips wird bei dieser gemeinsamen Weiterverarbeitung
minimiert. Die Adh&dsionsunterschiede werden durch Materialun-
terschiede und Oberflichenpridparationen aufeinander abge-

stimmt. Ferner ist von Vorteil, dass beil diesem Verfahren ein
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aushidrtbarer Klebstoff von geringer Viskositdt eingesetzt
werden kann, da die Riickseite des dinngeschliffenen Halblei-
terwafers noch zusammenhidngend vorhanden ist und kein Kleb-

stoff in die vorgefertigten Trennnuten eindringen kann.

Dariiber hinaus ist es von Vorteil, dass die Stilitz- und Trans-
portfolie beispielsweise aus einer hochpolierten Metallfolie
bestehen kann, widhrend die Riickseiten der Halbleiterchips ei-
nes Halbleiterwafers aufgrund der vorangegangenen Schleifpro-
zesse mit einer Restrauhigkeit versehen werden kénnen, welche
die Adhisionsunterschiede mit einer nicht ausgeharteten Kleb-
stoffschicht unterstitzt. Dariiber hinaus ist es mdglich, als
Stiitz- und Transportfolie Kunststofffolien, die Olefin- oder
Parafin-Kettenmolekiile aufweisen und eine glatte Oberflache
besitzen, vorzusehen, so dass eine intensive Klebeverbindung
mit der Klebstoffschicht behindert wird und ein deutlicher
Adhisionsunterschied in Bezug auf die Ruckseiten der Halblei-
terchips und die Oberseite der Stiitz- und Transportfolie rea-

lisiert werden kann.

Ein selektives Bestrahlen der Klebstoffschicht auf der zusam-
menhdngenden Rickseite des diinngeschliffenen oder gedlinnten
Halbleiterwafers kann vorzugsweise durch UV-Belichten durch
eine Belichtungsmaske hindurch erfolgen, die vor dem Belich-
ten liber dem Halbleiterwafer angeordnet wird. Dazu wird als

Klebstoff ein UV-aushdrtbarer Klebstoff eingesetzt.

Weiterhin kann ein selektives Bestrahlen der Klebstoffschicht
auf der zusammenhdngenden Rickseite des diinngeschliffenen o-
der gediinnten Halbleiterwafers durch ein Laserstrahlschreiben
mit einem Laserschreibstrahl erfolgen, der entlang der Ver-
bindungsstege gefihrt wird und die Kunststoffschicht aushdr-

tet. Dazu wird ein Klebstoff eingesetzt, dessen Vernetzungs-
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aktivitdt durch das Frequenzspektrum des Laserstrahls ausge-

16st und verstarkt wird, bis der Klebstoff ausgehdrtet ist.

Dariiberhinaus kann ein selektives Bestrahlen der Klebstoff-
schicht auf der zusammenhingenden Riickseite des diinngeschlif-
fenen oder gedinnten Halbleiterwafers durch IR-Bestrahlung
oder Mikrowellenbestrahlung ein Laserstrahlschreiben erfolgen
wobei IR-Strahlung bzw. Mikrowellen dédmpfende oder absorbie-
rende Materialien flir eine entsprechende Maskierung einge-
setzt werden, um eine Selektivitdt zu gewdhrleisten und nur

den Klebstoff tlber den Verbindungsstegen zu hédrten.

Vor einem Aufbringen der Klebstoffschicht weist das Verfahren
die folgenden Verfahrensschritte auf. Zundchst wird ein
Halbleiterwafer mit einer aktiven Oberseite und einer gegen-
liber liegenden Riickseite hergestellt, der in der Technik auch
Produktwafer genannt wird. Eine Vielzahl von Halbleiterchip-
positionen ist in Zeilen und Spalten auf der aktiven Obersei-
te eines derartigen Produktwafers angeordnet, wobeil zwischen
den Halbleiterchippositionen Trennspuren vorgesehen sind.
Entlang der Trennspuren werden in einem ndchsten Schritt

Trennnuten in den Halbleiterwafer eingebracht.

Die Tiefe t der Trennnuten ist dabei geringer als die Dicke D
des Halbleiterwafers. Ferner ist die Tiefe t der Trennnuten
kleiner als die Dicke d der vorgesehenen gedinnten Halblei-
terchips. Damit h&lt der Halbleiterwafer, der iblicherweise
bei einem Durchmesser zwischen 150 mm und 300 mm eine Dicke
zwischen 500 pm und 750 pm aufweist, die Halbleiterscheibe
trotz Trennuten noch vollstdndig zusammen, zumal die Trennnu-
ten eine Tiefe t erreichen, die um wenige Mikrometer geringer
ist als die angestrebte Dicke d der gediinnten Halbleiter-

chips. Die Dicke derartiger gedunnter Halbleiterchips liegt
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bei 50 pm bis 200 pm. Es bleibt also noch ausreichend Materi-
al, um den Zusammenhalt des Halbleilterwafers vor dem Diinnen

zu gewdhrleisten.

Beim Einbringen der Trennnuten liegen die aktiven Oberseiten
des Halbleiterwafers frei, wahrend die Riickseite des Halblei-
terwafers beispielsweise auf einem Vakuumhalter einer Trenn-
vorrichtung wie einer luftgelagerten Diamantsdge oder einer
Laserstrahlabtragsvorrichtung fir Halbleiterwafer aufgebracht
ist. Um nach dem Einbringen der Trennnuten die empfindlichen
aktiven Oberseiten der Halbleiterchips zu schitzen, wird nun
eine klebende Schutzfolie und eine Stiitzplatte auf die Ober-
seite mit Trennnuten aufgebracht. Diese Stutzplatte kann
gleichzeitig ein Werkzeug einer Schleif-, Ldpp- und/oder Po-
liermaschine darstellen. Derartige Werkzeuge sind vorzugswei-
se an die GroBe der Halbleiterscheiben angepasste Metall-
scheiben, welche die Halbleiterwafer mit ihren Trennuten auf-
weisenden Oberseiten aufnehmen und ihre nun frel zugédnglichen
Rickseiten auf eine Schleif-, Lapp- oder Polierscheibe pres-

sen.

Das Diinnschleifen des Halbleiterwafers wird von der Riickseite
aus solange fortgesetzt, bis die vorgesehene Dicke Ad der
Verbindungsstege von wenigen Mikromeﬁern erreicht ist, und
dinngeschliffene Halbleiterchips der Halbleiterchippositionen
auf der Schutzfolie vorliegen, die nur noch ilber das Halblei~
terwafermaterial der Verbindungsstege zusammengehalten wer-
den. Die Schutzfolie auf der Oberseite der Halbleiterchips
unterstiitzt diesen Zusammenhalt. Auf die frei zugdngliche
Rlickseite des diinngeschliffenen Halbleiterwafers kann nun die
oben erwdhnte Klebstoffschicht aus einem nicht ausgehdrteten

Klebstoff aufgebracht werden. Dabei besteht die Klebstoff-
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schicht vorzugsweise aus einem mittels UV-Bestrahlung aus-

hadrtbaren Klebstoff.

Dieses Verfahren der UV-Bestrahlung hat den Vorteil, dass

durch das Aushé&rten die Adhdsion zu der Stiitz- und Transport-
folie derart verbessert wird, dass beim Abheben der Halblei-
terchips die ausgehdrteten Bereiche auf der Stiitz- und Trans-
portfolie verbleiben und somit ein Sdgeprozess von Klebstoff-

material vermieden wird.

Um das Entfernen der Schutzfolie sicherzustellen, ist als
Klebstoffschicht ein Klebstoff vorgesehen, dessen Adhidsion zu
den Riickseiten der Halbleiterchips hdher ist als die Adhasion
der Schutzfolie zu den Oberseiten der Halbleiterchips. Sonst
bestiinde die Gefahr, dass mit dem Entfernen der Schutzfolie
Halbleiterchips an der Schutzfolie kleben bleiben und einen

hohen Ausschuss verursachen.

Andererseits ist es auch moéglich, eine Schutzfolie mit hd&he-
rer Adhdsion zu den Halbleiterchips vorzusehen und die
Schutzfolie mittels Zerstduben von der Oberseite der Halblei-
terchips zu entfernen. Ein derartiges Zerstduben oder Vera-
schen kann mit Hilfe einer Plasmaatmosphire durchgefithrt wer-
den. Weiterhin ist es moglich, wenn die Adh&sion der Schutz-
folie auf der Oberseite der Halbleiterchips zu groB ist, das
Entfernen der Schutzfolie von der Oberseite durch Auflésen
der Schutzfolie in einem Ldsungsmittel zu erreichen. SchlieB-
lich kann die Schutzfolie von der Oberseite durch Aufquellen
der Schutzfolie in einem L&sungsmittel mit nachfolgendem er-
leichterten Abziehen erfolgen, nachdem durch das Aufquellen
die Adh&sion der Schutzfolie zu der Oberseite der Halbleiter-

chips vermindert ist.
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Zur Weiterverarbeitung des in Halbleiterchips getrennten
Halbleiterwafers weist vorzugsweise die Stiitz- und Transport-
folie einen Montagerahmen auf und kann mit dem Montagerahmen
nach der Bestrahlung und dem Aushidrten des Klebstoffs der
Klebstoffschicht in den Bereichen der Trennnuten an einem Ve-
reinzelungs- und/oder Bestiickungsautomaten montiert werden.
Diese Verfahrensvariante hat den Vorteil, dass die Stiitzfolie
an sich &uBerst dinn ausgefiihrt sein kann, da sie durch einen

massiven. Montagerahmen aufgespannt und eben gehalten wird.

In einem bevorzugten Durchfiihrungsbeispiel des Verfahrens ist
es vorgesehen, dass das Abheben der gediinnten Halbleiterchips
mit nicht geh&drteter Klebstoffschicht auf ihren Riickseiten
von der Stitz- und Transportfolie mittels eines Stichels er-
folgt. Dieser Stichel durchstoBt die Stiitz- und Transportfo-
lie und hebt den gedinnten Halbleiterchip mit Klebstoff-
schicht soweit an, dass er von einer Vakuumpipette zum Wei-
tertransport tbernommen werden kann. Dieses Durchfiihrungsbei-
spiel des Verfahrens hat gegeniiber dem aus der Druckschrift
DE 101 59 974 bekannten Verfahren den Vorteil, dass nun ein
gedlinnter Halbleiterchip zur Verfiigung steht, der bereits mit
einer aufgebrachten, nicht ausgehdrteten Klebstoffschicht
versehen ist. Somit kann in einem weiteren Schritt des Ver-
fahrens der gedlinnte Halbleiterchip zur Weiterverarbeitung zu
einem Halbleiterbauteil mit der nicht.geharteten Klebstoff-
schicht auf seiner Riickseite auf eine Halbleiterchipposition
eines Systemtr&gers aufgeklebt werden. Ein derartiger System-
trager kann ein Verdrahtungssubstrat eines BGA-Geh&duses
(Ball-Grid-Array-Gehduses) oder eine Chipinsel eines Flach-

leiterrahmens oder ein weiterer Chip sein.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit der Erfindung

durch einen zusdtzlichen Prozessschritt in der Prozesskette
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vom Dinnen eines Halbleiterwafers zum Vereinzeln der dinnge-
schliffenen Halbleiterchips ein gedinnter Halbleiterchip mit
einer anhaftenden Klebstoffschicht von einer Stilitz- und
Transportfolie abgenommen werden kann und unmittelbar der
Weiterverarbeitung zugefiihrt werden kann. Dabei ist der Kleb-
stoff so beschaffen, dass er bei entsprechender Bestrahlung
aushdrtet und ermdglicht, dass ein Halbleiterchip mit aufge-
brachter Klebstoffschicht fiir die Weiterverarbeitung zur Ver-
fiigung steht. Die Vorteile dieses Verfahrens sind nachfolgend

zusammenfassend aufgelistet.

1. Der Prozess ist vollstdndig kompatibel mit dem Prozess
des Diinnschleifens von Halbleiterwafern, der auch "di-
cing before grinding" (DBG-Prozess) genannt wird.

2. Es ist kein aufwdndiger in eine Klebstofffolie ein-
schneidender Trennungsprozess wie beim Laserschneiden
oder bei einem zusdtzlichen S&gen zum Vereinzeln notwen-
dig.

3. Der Prozess kann vollfldchig iber den gesamten, nach dem
"DBG"-Prozess hergestellten Wafer erfolgen.

4. Es entstehen keine stérenden Ubergidnge zwischen Kleb-
stoff und Halbleiterchip, da durch das Bestrahlen eine
scharfe Kante zwischen ausgehdrtetem und nicht ausgehdr-
tetem Klebstoff erzeugt wird.

5. Es besteht die Mdglichkeit, fir die Klebstoffschicht
kostenglinstige pastdse Klebstoffe zu verwenden, zumal
nach dem Diinnen eine zusammenhdngende Halbleiterwafer-
riickseite fiir das Aufbringen der Klebstoffschicht zur

Verfligung steht.

Mit den nachfolgenden Figuren 1 bis 13 wird der Ablauf eines
Verfahrens, bei dem ein Halbleiterwafer in Halbleiterchips

getrennt und dinngeschliffen wird, beschrieben, wobei im Rah-
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men dieses Verfahrens das Aufbringen einer Klebstoffschicht

auf die Riickseite der gedinnten Halbleiterchips dieses

Halbleiterwafers gleichzeitig verwirklicht wird.

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen

Halbleiterwafer;

zeigt einen schematischen Querschnitt durch den
Halbleiterwafer gemdBR Figur 1 nach Aufbringen des

Halbleiterwafers auf einen Waferhalter;

zeigt einen schematischen Querschnitt durch den
Halbleiterwafer gemdB Figur 2 nach Einbringen von

Trennuten;

zeigt einen schematischen Querschnitt durch den
Halbleiterwafer gemdB Figur 3 nach Aufbringen einer
Schutzfolie auf die aktive Oberseite des mit Trenn-

nuten versehenen Halbleiterwafers;

zeigt einen schematischen Querschnitt durch den
Halbleiterwafer gemi#B Figur 4 nach Aufbringen einer

Stiitzplatte auf die Schutzfolie;

zeligt einen schematischen Querschnitt durch gediinn-
te Halbleiterchips auf der Schutzfolie mit Stitz-
platte nach Dinnschleifen des Halbleiterwafers ge-

maB Figur 5;

zeigt einen schematischen Querschnitt durch den ge-
diinnten Halbleiterwafer gemdRf Figur 6 in grdberem

Detail;
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Figur 9

Figur 10

Figur 11

Figur 12

Figur 13

13

zeigt einen schematischen Querschnitt durch den ge-
diinnten Halbleiterwafer gem&B Figur 7 nach Aufbrin-
gen einer Klebstoffschicht auf die zusammenh&ngende

Riickseite des gediinnten Halbleiterwafers;

zeigt einen schematischen Querschnitt durch den ge-
diinnten Halbleiterwafer gemidB Figur 8 beim Bestrah-
len der aufgebrachten Klebstoffschicht 1 durch eine
UV-Belichtungsmaske hindurch.

zeigt einen schematischen Querschnitt durch den ge-
diinnten Halbleiterwafer gem&R Figur 9 nach Entfer-

nen der Belichtungsmaske;

zeigt einen schematischen Querschnitt durch den ge-
diinnten Halbleiterwafer gemdR Figur 10 nach Auf-
bringen einer Stiitz- und Transportfolie auf die

teilweise ausgehidrtete Klebstoffschicht;

zeigt einen schematischen Querschnitt des gedinnten
Halbleiterwafers gem&B Figur 11 nach Entfernen der
Stiitzplatte sowie der Schutzfolie und bei dem An-
setzen eines Stichels zum Abheben eines der gedinn-
ten Halbleiterchips von der Stilitz- und Transportfo-

lie;

zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen
gediinnten Halbleiterchip mit einer Klebstoff-
schicht, die einen nicht ausgehdrteten Klebstoff
auf der Riickseite des gediinnten Halbleiterchips

aufweist.
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Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen
Halbleiterwafer 3, der eine Dicke D von 500 bis 750 um auf-
weist und auf seiner aktiven Oberseite 13 Halbleiterchipposi-
tionen 15 besitzt, die in Zeilen und Spalten angeordnet sind,
wadhrend zwischen den Halbleiterchippositionen 15 Trennspuren
16 angeordnet sind, um den Halbleiterwafer 3 in einzelne

Halbleiterchips aufzutrennen.

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch den Halb-
leiterwafer 3 gemdl Figur 1 nach Aufbringen des Halbleiterwa-
fers 3 auf einen Waferhalter 20. Der Halbleiterwafer 3 wird
mit seiner Rickseite 14 auf den Waferhalter 20 einer Trenn-
vorrichtung aufgebracht, wobei der Waferhalter 20 der Trenn-
vorrichtung tUblicherweise eine Vakuumplatte ist, mit welcher
der Halbleiterwafer 3 und seine Rilickseite 14 auf der Obersei-
te 21 des Waferhalters 20 gehalten wird, wahrend Trennnuten
in die Oberseite 13 des Halbleiterwafers 3 in den Bereichen

der Trennspuren 16 eingebracht werden.

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch den Halb-
leiterwafer 3 gemdl Figur 2 nach Einbringen von Trennnuten 6
in die Oberseite 13 des Halbleiterwafers 3. Die Trennnuten 6
werden bis zu einer Tiefe t in die Oberseite 13 des Halblei-
terwafers 3 eingebracht, wobei die Tiefe t kleiner als die
Dicke D des Halbleiterwafers 3 und um wenige Mikrometer klei-
ner als die geplante oder vorgesehene Dicke von gediinnten

Halbleiterchips ist.

Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt des Halbleiter-
wafers 3 gemdR Figur 3 nach Aufbringen einer Schutzfolie 7
auf die aktive Oberseite 13 des mit Trennnuten 6 versehenen
Halbleiterwafers 3. Diese Schutzfolie 7 weist eine diinne Kle-

beschicht auf, mit der die Schutzfolie 7 auf der aktiven O-
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berseite 13 des Halbleiterwafers 3 haftet. Die Schutzfolie 7

dringt dabei nicht in die Trennnuten 6 ein.

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch den
Halbleiterwafer 3 gem&B Figur 4 nach Aufbringen einer Stitz-
platte 17 auf die Schutzfolie 7. Diese Stiitzplatte 17 ist
Teil eines Werkzeugs einer Schleif-, Lipp- und/oder Polierma-
schine. Mit derartigen Schleif-, Lipp- und/oder Poliermaschi-
nen werden die zu schleifenden Oberseiten, wie hier die Riick-
seite 14 des Halbleiterwafers 3, dadurch bearbeitet, dass das
Werkzeug, das mit der Stiutzplatte 17 verbunden ist, diese
Rickseite 14 auf eine Schleif-, Lipp- und/oder Polierscheibe
presst, wobei das Gewicht des Werkzeugs den Andruck bestimmt
und das Werkzeug rotationssymmetrisch ist und ein Drehen der
zu schleifenden Rickseite 14 des Halbleiterwafers 3 auf der
Schleif-, L&pp- und/oder Polierscheibe verursacht. Beim Lip-
pen und Polieren wird die Li&pp- und/oder Polierscheibe mit
einer Paste aus 6ligen Fliissigkeiten und schleifenden Mikro-
partikeln versehen, um die Riickseite 14 des Wafers diinnend zu

bearbeiten.

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch gediinnte
Halbleiterchips 2 auf der Schutzfolie 7 mit Stiitzplatte 17
nach Dunnschleifen des Halbleiterwafers 3 gemidB Figur 5. Da
die Tiefe t der Trennnuten 6 kleiner als die vorgesehene Di-
cke d der gedinnten Halbleiterchips 2 ist, wird das gesamte
Volumen des Halbleiterwafers 3, wie er in Figur 5 gezeigt
wird, von der in Figur 5 gezeigten Riickseite 14 aus abgetra-
gen, bis nur noch ein wenige Mikrometer dickes Halbleiterma-
terial von Verbindungsstegen 4 in einer Dicke Ad = d - t die
Halbleiterchips 2 zusammenh&lt. Wihrend die aktiven Obersei-
ten 8 der gediinnten Halbleiterchips 2 durch die Schutzfolie 7

geschitzt sind, ist nun die Riickseite 24 des Halbleiterwafers
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3 frei zugdnglich. Auf diese Riickseite 24 des gediinnten Halb-
leiterwafers 25 wird mit dem Verfahrensschritt, der in Figur

8 gezeigt wird, eine Klebstoffschicht aufgebracht.

Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch den ge-
dinnten Halbleiterwafer 25 gem&dB Figur 6 in vergrdBertem De-
tail. Zwischen den gediinnten Halbleiterchips 2 sind im Be-
reich ihrer Riuckseiten 5 Verbindungsstege 4 aus Halbleiterma-
terial angeordnet, da die Trennnuten 6 das Halbleiterwaferma-
terial nicht vollstdndig durchtrennt sind. Beim Abtragen und
Dinnen des Halbleiterwafers 3 von der Riickseite 14 aus wird
dieser Vorgang vorzeitig gestoppt, um eine zusammenhingende
Rickseite 24 des gedinnten Halbleiterwafers 25 bereitzustel-
len. Somit kann eine diinnfliissige Klebstoffschicht niedriger
Viskositat aufgebracht werden, die trotz ihrer Dinnfliissig-

keit nicht in die Trennnuten eindringt.

Figur 8 zeigt einen schematischen Querschnitt durch den ge-
dinnten Halbleiterwafer 25 gem&R Figur 7 nach Aufbringen ei-
ner Klebstoffschicht 1 auf die Riickseite 24 des gediinnten
Halbleiterwafers 25. Diese Klebstoffschicht 1 ist aus einem
aushdrtbaren Klebstoff 10 aufgebaut. Somit werden die Riick-
seiten 5 der gedinnten Halbleiterchips 2 bei diesem Verfah-
rensschritt mit einem aush&drtbaren Klebstoff 10 versorgt, der
eine Dicke w aufweist, die gleichzeitig mechanische Belastun-
gen der gedinnten Halbleiterchips 2 in der Weiterverarbeitung
minimiert und Weiterverarbeitungsschritte vereinfacht. Ferner
werden damit die gediinnten Halbleiterchips 2 vorbereitet, um
in Halbleiterbauteile mit dieser Klebstoffschicht 1 eingebaut
und fixiert zu werden. Somit beginnt bereits mit dem in Figur
8 gezeigten Verfahrensschritt die Vorbereitung des Einbaus

der gediinnten Halbleiterchips 2 in ein Halbleiterbauteil.
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Figur 9 zeigt einen schematischen Querschnitt durch den ge-
diinnten Halbleiterwafer 25 gemi#R Figur 8 unter UV-Belichtung
18 des gediinnten Halbleiterwafers 25. Dazu wird eine Belich-
tungsmaske 23 eingesetzt, welche die Rickseiten 5 der Halb-
leiterchips 2 vor Belichtung schiitzt und nur die Klebstoff-

schicht 1 im Bereich der Verbindungsstege 4 aushidrtet.

Figur 10 zeigt einen schematischen Querschnitt der gediinnten
Halbleiterchips 2 gemdB Figur 9 nach Aushérten der dort ge-
zeigten Klebstoffschicht 1 auf den Bereichen der Verbindungs-
stege 4. Der ausgehdrtete Klebstoff 11 in den Bereichen der
Verbindungsstege 4 ist durch Schwdrzung markiert, wdhrend der
aushiartbare Klebstoff 10 auf den Halbleiterchiprickseiten un-

verandert bleibt und die Klebstoffschicht 1 bildet.

Figur 11 zeigt einen schematischen Querschnitt 4 durch den
gediinnten Halbleiterwafer 25 gem&dB Figur 10 nach Aufbringen
einer Stitz- und Transportfolie 9 auf die teilweise ausgehar-—
tete Klebstoffschicht 1. Die Stiitz- und Transportfolie 9 ist
in einen hier nicht gezeigten Montagerahmen eingespannt und
kann folglich relativ diunn sein. Sie tbernimmt, sobald die
Stiutzplatte 17 entfernt ist, die stabilisierende Stitzfunkti-
on der Stiitzplatte 17 wahrend der Zwischenlagerung und/oder

der Weiterverarbeitung.

Figur 12 zeigt einen schematischen Querschnitt durch den ge-

diinnten Halbleiterwafer 25 gemdB Figur 11 nach Entfernen der

dort gezeigten Stitzplatte 17. Da die Stutz- und Transportfo-
lie 9 in einen Montagerahmen gespannt ist und vollkommen eben
gehalten wird, kann in dem Verfahrensschritt, der in Figur 12
gezeigt wird, die in Figur 11 gezeigte Stitzplatte 17 von der
Schutzfolie entfernt werden. Die Schutzfolie schiitzt die emp-

findlichen aktiven Oberseiten 8 der gediinnten Halbleiterchips
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2 wdhrend des Transports und der Handhabung der Stiitz- und
Transportfolie 9 in ihrem Montagerahmen, der hier nicht ge-

zZzeigt wird.

Somit kann die zu Anfang des Verfahrens in Figur 4 beim Be-
schichten der aktiven Oberseite des Halbleiterwafers 3 aufge-
brachte Schutzfolie 7 weiter verwendet werden. Unter der
Schutzfolie und in dem Montagerahmen mit der Stiitz- und
Transportfolie 9 kann in vorteilhafter Weise die Vielzahl der
gedinnten Halbleiterchips 2 eines Halbleiterwafers sicher und
ohne Beschddigung der empfindlichen aktiven Oberseiten 8 der
gedliinnten Halbleiterchips 2 zwischengelagert werden. Nach dem
Abnehmen der Schutzfolie liegen schlieflich die Oberseiten 8
der Halbleiterchips 2 vollkommen frei, zwischen denen sich

die Trennnuten 6 erstrecken, wie es Figur 2 zeigt.

Figur 12 zeigt ferner einen Stichel 19 zum Anheben oder Abhe-
ben eines der gedilinnten Halbleiterchips 2 von der Stiitz- und
Transportfolie 9. Das Abheben des gediinnten Halbleiterchips 2
von der Stiitz- und Transportfolie 9 durch den Stichel 19 wird
durch die nicht ausgehdrtete Klebstoffschicht 1 und ihre mi-
nimale Adh&dsion zu der Oberfliche 22 der Stiitz~ und Trans-
portfolie 9 erleichtert. Ferner wird dadurch auch gewdhrleis-
tet, dass der gedinnte Halbleiterchip 2 nicht bei dem Abhe-
beprozess bricht oder in anderer Form beschidigt wird. Bei
dem Abhebevorgang bilden die Verbindungsstege 4 Sollbruch-
stellen, die den Halbleiterchip freigeben. Der freigegebene
gediinnte Halbleiterchip 2 wird nach dem Anheben durch den
Stichel 19 von einer nicht gezeigten Vakuumpipette, wie sie
aus der Patentschrift DE 101 59 974 bekannt ist, aufgenommen
und zur Weiterverarbeitung in einem Vereinzelungs- und Besti-

ckungsautomaten weiter transportiert und weiter bearbeitet.
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Figur 13 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen
gedinnten Halbleiterchip 2 mit einer Klebstoffschicht 1 einer
Dicke w, die einen nicht ausgehirteten Klebstoff 10 aufweist,
der die Rickseite 5 des gediinnten Halbleiterchips 2 bedeckt.
Mit dieser nicht ausgehdrteten Klebstoffschicht 1 kann der
Halbleiterchip 2 auf einfache Weise auf einen Systemtriger
eines Halbleiterbauteils aufgebracht und dort fixiert werden,
so dass die mit dem in Figur 7 gezeigten Verfahrensschritt
eingebrachte aushdrtbare Klebstoffschicht 1 sich zumindest in
Teilen in dem Halbleiterbauteil wiederfindet. Auf den Rand-
seiten 26 und 27 weilst der Halbleiterchip Bruchfldchen 28 in
einem Abschnitt der Dicke Ad von wenigen Mikrometern auf, die
von Sollbruchstellen im Bereich der durchgebrochenen Verbin-

dungsstege 4 herriihren.
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Verfahren zum Aufbringen einer Klebstoffschicht (1) auf

dinngeschliffene Halbleiterchips (2) eines Halbleiterwa-

fers (3), wobei das Verfahren folgende Verfahrensschrit-

te aufweist:

Aufbringen einer Klebstoffschicht (1) eines Kleb-

stoffes (10),
bar ist, auf e

dungsstege (4)

der mittels Bestrahlung (18) aushdrt-
ine diinngeschliffene Uber Verbin-

zusammenh&dngende Rickseite (12) ei-

nes Halbleiterwafers (3), der auf seiner aktiven

Oberseite (13)

und der von de

von Trennnuten (6) durchzogenen ist

n beim Dinnschleifen stehen gebliebe-

nen Verbindungsstegen {4) aus Halbleiterwafermate-

rial und von e
ten wird, die

leiterchips (2

iner Schutzfolie (7), zusammengehal-
auf aktiven Oberseiten (8) von Halb-

), die von den Trennnuten umgeben

werden, angeordnet ist;

selektives Bestrahlen der Klebstoffschicht (1) auf

der gediinnten

Riickseite (12) des Halbleiterwafers

im Bereich der Verbindungsstege (4) unter Bilden

von ausgehdrte

dungsstegen (4

tem Klebstoffs (11) auf den Verbin-

) und unter Beibehalten eines nicht

ausgehédrteten Klebstoffs (10) im Bereich der Rick-

seiten der gedinnten Halbleiterchips (2);

Aufbringen einer Stitz- und Transportfolie (9) auf

die Klebstoffs

chicht (1), wobeil die Adhision des

nicht ausgehdrteten Klebstoffs (10) der Klebstoff-

schicht (1) zu
chips (2) grof
ausgehdrteten

Transportfolie

den Riickseiten (5) der Halbleiter-
er ist als die Adh&sion des nicht
Klebstoffs (10) zu der Stitz~ und
(9), wadhrend der ausgehartete Kleb-
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stoff auf der Stitz- und Transportfolie (9) haftend
fixiert ist;

Entfernen der Schutzfolie (7) von den aktiven Ober-
seiten (8) der Halbleiterchips (2);

Abheben der gedinnten Halbleiterchips (2) mit einerx
Klebstoffschicht (1) aus nicht gehé&rtetem aushdrt-

barem Klebstoff (10) von der Stitz- und Transport-

folie (9) unter Aufbrechen der Verbindungsstege (4)
aus Halbleiterwafermaterial entlang der Trennnuten

(6).

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

vor dem Aufbringen der Klebstoffschicht (1) auf die

dinngeschliffene Rickseite (12) eines Halbleiterwafers

folgende Verfahrensschritte durchgefiihrt werden:

Herstellen eines Halbleiterwafers (3) mit einer ak-
tiven Oberseite (13) und einer gegeniiberliegenden
Riickseite (14), wobei eine Vielzahl von Halbleiter-
chippositionen (15) in Zeilen und Spalten auf der
aktiven Oberseite (13) angeordnet sind, und wobei
zwischen den Halbleiterchippositionen (15) Trenn-
spuren {16) vorgesehen werden;

Einbringen von Trennnuten (6) entlang der Trennspu-
ren (16), wobei die Trennnuten (6) eine Tiefe (t)
erreichen, die geringer als die Dicke (D) des Halb-
leiterwafers (3) und kleiner als die Dicke (d) der
gediinnten Halbleiterchips (2) ist, wobei Verbin-
dungsstege aus Halbleitermaterial einer Dicke von
Ad = d - t zwischen den Halbleiterchippositionen

stehen bleiben;
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- Aufbringen einer klebenden Schutzfolie (7) mit ei-
ner Stiitzplatte (17) auf die Oberseite (13) mit
Trennfugen (6);

- Diinnschleifen des Halbleiterwafers (3) von seiner
Riickseite (14) aus, bis die Verbindungsstegdicke Ad

erreicht ist.

Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass

das selektive Bestrahlen mittels UV-Bestrahlung (18) ei-
nes UV-aushdrtbaren Klebstoffs (10) erfolgt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriliche,
dadurch gekennzeichnet, dass

flir die Klebstoffschicht (1) ein Klebstoff (10) einge-
setzt wird, dessen Adh&dsion zu den Riickseiten (5) der
Halbleiterchips (2) hdher ist, als die Adh&dsion der
Schutzfolie (7) zu den Oberseiten (8) der Halbleiter-
chips (2).

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriliche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Entfernen der Schutzfolie (7) von der Oberseite (8)

durch Abziehen erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Entfernen der Schutzfolie (7) von der Oberseite (8)

durch Zerstduben erfolgt.

Verfahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass
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das Entfernen der Schutzfolie (7) von der Oberseite (8)

durch Aufldsen in einem Losungsmittel erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Entfernen der Schutzfolie (7) von der Oberseite (8)
durch Aufquellen der Schutzfolie (7) in einem LOsungs-

mittel mit nachfolgendem Abziehen erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Entfernen der Schutzfolie (7) von der Oberseite (8)
durch Aufquellen der Schutzfolie (7) mittels Erwarmen

mit nachfolgendem Abziehen erfolgt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Stiitz- und Transportfolie (9) einen Montagerahmen
aufweist und mit dem Montagerahmen nach der Bestrahlung
(18) und dem Aushidrten des Klebstoffs der Klebstoff-
schicht (1) in den Bereichen der Trennnuten (6) an einem

Vereinzelungs- und Bestilickungsautomaten montiert wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriliche,
dadurch gekennzeichnet, dass

das BAbheben der gediinnten Halbleiterchips (2) mit nicht
gehdrteter Klebstoffschicht (1) von der Stiitz- und
Transportfolie (9) mittels eines Stichels (19) erfolgt,
der die Stitz- und Transportfolie (9) durchstodft und den
gediinnten Halbleiterchip (2) an eine Vakuumpipette zum
Weitertransport tibergibt, wobei die Verbindungsstege (4)

durchbrechen.
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Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriliche,
dadurch gekennzeichnet, dass

die gediinnten Halbleiterchips (2) zur Weiterverarbeitung
zu Halbleiterbauteilen mit der nicht gehdrteten Kleb-
stoffschicht (1) auf ihren Riickseiten (5) auf Halblei-
terchippositionen (15) eines Verdrahtungstragers aufge-

klebt werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

das selektive Bestrahlen der Klebstoffschicht (1) mit-
tels UV-Belichten durch eine Belichtungsmaske (23) er-

folgt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriliche,
dadurch gekennzeichnet, dass

das selektive Bestrahlen durch einen Laserschreibstrahl
erfolgt, der entlang der Verbindungsstege (4) gefihrt
wird und die Klebstoffschicht (1) aushéartet.
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